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(57) Abstract: The invention concerns a surface mountable light diode light source, whereby the curvature of the leadframe required 
for surface mounting faces the tear side of the housing inside a transparent plastic shaped body. The invention also concerns a method 
for the production of a mixed light source, preferably a white light source based on a UV or blue emitting semiconductor LED (1), 
wherein the LED (1) is mounted on a leadframe (10), a transparent plastic molding compound (3) is mixed with a conversion material 
(4) and optionally other filling materials with the purpose of forming a molded compound and the leadframe (10) is reshaped with 
the molded compound in an injection process in such a way that the light exit sides of the LED (1) are surrounded by the molded 
compound. 
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(57) ZusammenfSassung: Die Erfindung beschieibt eine oberfiachenmontierbare Leuchtdioden-Lichtquelle, bei der die fUr die Ober- 
flfichenmontage erforderliche Leadframebiegung zur Geh&usertickseite bin inneihalb eines transparenten Kunststoff-Formkdrpers 
liegen. Sic beschreibt weiterhin ein Verfahren zur Herstellung einer Mischlicht- vorzugsweise Weisslichtquelle auf der Basis einer 
UV- Oder blauemittierenden Halbleiter-LED (1), wobei die LED (1) auf einem Leadframe (10) montiert wird, eine transparente 
KunststofF-Pressmasse (3) mit einem Konversionsstoff (4) und gegebenenfalls weiteren FUUstoffen zu einer Pressmasse vermengl 
wird, und der Leadframe (10) vorzugsweise im Sprilzverfahren derart mit der Pressmasse uraformt wird, dass die LED (1) an ihren 
Lichtaustrittsseiten von der Pressmasse umgeben ist 
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Beschrelbung 

Oberf lachenmontierbare Leuchtdioden-Lichtquelle und Verfahren 
zur Herstellung elner Leuchtdioden-Lichtquelle 

S 

Die Erfindung betrifft eine oberf lachenmontierbare Leucht- 
dloden*-Llehtquelle gem&S dem Oberbegriff des Patentanapruches 
1. 

10 Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer Llchtquelle auf der Basis einer Halblelter* 
Leuchtdiode (im Polgenden kurz Halbleiter-LED genannt) , ins- 
besohdere elner oberfl&chenmontlerbaren Halblelter-LED, gem&fi 
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 9. Sle betrifft im Beson- 

15 deren eine Halblelter-LED-MischllchtG[uelle, insbesondere eine 
Welfilichtguelle. Insbesondere wlrd bei dem erf IndungsgemiSen 
Verfahren eine Halblelter-LED mit einem Emlsslonsspektrum im 
ultravioletten oder blauen Spektralbereich verwendet und die 
Halbleiter-LBD wird an ihren Lichtaustrittsseiten von einer 

20 Pressmasse umgeben, die einen Konversionsstof f enth^lt, durch 
den das von der Halbleiter-LED emittierte Lichtspektrum min- 
destens teilweise in Licht anderer WellenlSingen umgewandelt 
wlrdi so dafi der optlsche Eindruck einer WeiSllchtquelle ent- 
steht, das heifit, daS die Llchtquelle insgesamt welfies Licht 

25 aussendet. 

Ein oberf l&chenmontierbares LED-Bauelemeht mit vom GehSuse 
abstehenden LfttanschluSteilen 1st in der WO 98/12757 be- 
schrieben. Bei dlesem slnd die LdtanschluSstrelf en elnes 

30 Leadframes ausgehend von der Chlp-Montagef ISche geradlinig in 
der Ebene der Montagef ISche aus einem Kunststof f gehSuse her- 
ausgefuhrt und aufierhalb des Kunststof fgehAuses zur Bauele- 
ment-Montageseite hin S~f6rmig gebogen, so daS im Anschlufi an 
die S-Biegung L6tanschluSf ISchen entstehen. Mit den L6tan- 

35 schluSfiachen kann das Bauelement auf eine Leiterplatte mon- 
tiert werden. 
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In der WO 98/12757 ist weiterhin eine welleniangenkonvertie- 
rende Pressmaase fUr ein elektrolumineszierendes Bauelement 
mit elnem ultraviolettes, blaues, Oder grflnes Licht aussen- 
denden K6rper auf der Basis eines transparenten Epoxidharzes 
5 beschrieben, dae mit einem Leuchtstoff , insbesondere mit ei- 
nem anorganischen Leuchtstof fpigmentpulver mit Leuchtstoff- 
pigmenten aus der Gruppe der Phosphore, versetzt ist. Als be- 
vorzugtes Ausfiihrungsform wird eine WeiSlicht quelle beschrie- 
ben, bei welcher eine strahlungsemittierende Halbleiter-LED 

10 auf der Basis von GaAlN mit einem Emissionsmaximum zwischen 
420 nm und 460 nm zusammen mit einem Leuchtstof f verwendet 
wird, der so gewShlt ist, daS eine von dem Halbleiterkfirper 
ausgesandte blaue Strahlung in komplementare Wellenlangenbe- 
reiche, insbesondere blau und gelb, oder zu additiven Farb- 

15 tripeln, z,B, blau, griin und rot, umgewandelt wird. Hierbei 
wird das gelbe bzw. das'grilne und das rote Licht von den 
Leuchtstof fen erzeugt. Der Farbton (Farbort in der CIE- 
Farbtafel) des solchermaSen erzeugten weiSen Lichts kann da- 
bei durch geeignete Wahl des oder der Leuchtstoffe hinsicht- 

20 lich Miachung und Konzentration variiert werden. 

Ebenso offenbart die WO 98/54929 ein sichtbares Licht emit- 
tierendes Halbleiterbauelement mit einer UV-/blau-LED, welche 
in einer Vertiefung eines TrSgerkdrpers angeordnet ist, deren 

25 Oberfiache eine lichtref lektierende Schicht aufweist und mit 
einem transparenten Material geftlllt ist, welches die LED an 
ihren Lichtaustrittsseiten umgibt. Zur Verbesserung der 
Lichtauskopplung weist das trahsparente Material einen Bre- 
chungsindex auf, "der niedriger als der Brechungsindex der 

30 lichtaktiven Region der LED ist. 

In der DE 196 04 492 CI ist eine sogenannte Radial -Bauform 
von LED-Bauelementen beschrieben. Eine derartige Bauform eig- 
net sich nicht zu Oberf lachenmontage, sondern ausschlieSlich 
35 zur Durchsteckmontage auf einer Leiterplatte. Der Kunststoff- 
Gehauseverg\jfi, der die Radialbauform im Wesentlichen defi- 
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nlert/ besteht aus Polycarbonat . 

In der JP'-10093146 A Ist eln Radial -LED-Bauelement beschrl®-- 
b©n, bai d©m zur Verbesserung der Strahlungsstarke und Hal- 
5 ligkeit in den Kunstetof f -GehaueeverguS ein Leuchtstoff ein- 
gabunden ist, der von der Strahlung des Halbleiter-LED-Chips 
angsregt wird xmd bei gr6&erer Wellenl&nge emittiert. 

Bine Radial -LBD-Bauform ist auch in der U.S. 5,777,433 be- 
10 schrieben. Bei dieser sind in den Radial -KunststoffverguS, 
der beispielsweise aus Epoxy oder einem anderen geeigneten 
traneparenten organischen VerguSmaterlal besteht, zur Erhd- 
hung des Brechungsindex des Kunststof fmaterials Nanopartikel 
eingebunden, die einen grfifieren Brechungsindex aufweisen als 
15 das transparente Vergufimaterial . 

Aus der Of f enlegungsschrif t DE 38 04 293 ist eine WeiSlicht- 
quelle auf der Basis einer Halbleiter-LED bekannt. Darin ist 
eine Anordnung mit einer Elektrolumineszenz- oder Laserdiode 

20 beschrieben, bei der das von der Diode abgestrahlte Bmlssi- 
onsspektrum mittels eines mit einem phosphoreszierenden/ 
liehtwandelnden organischen Parbstoff versetzten Elements aus 
Kunststof f zu grdlSeren Wellenlftngen hin verschoben wird. Das 
von der Anordnung abgestrahlte Licht weist dadurch eine ande- 

25 re Parbe auf als das von der Leuchtdiode ausgesandte Licht. 
Abhangig von der Art des im Kunststof f beigefugten Parbstof- 
fes lassen sich mit ein und demselben Leuchtdiodentyp Leucht- 
diodenanordnungen herstellen, die in unterschiedlichen Farben 
leuchten. 

30 

In vielen potentiellen Anwendungsgebieten fiir Leuchtdioden 
wie z.B. bei Anzeigeelementen im Kf z-Armaturenbereich, Be- 
leuchtung in Flugzeugen und Autos und bei vollf arbtauglichen 
LED-Displays sowie in tragbaren Qer&ten mit Displayelementen 
35 Oder hinterleuchteten Teilen (wie z.B, bei Mobiltelefonen) , 
tritt verst&rkt die Porderung nach besonders platzsparenden 
Leuchtdiodenanordnungen auf. Bs werden insbesondere entspre- 
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chende LBD-Bauelemente ben6tlgt, mlt denen slch mlschfarblges 
Llcht/ Insbesondere welfies Llcht, erzeugen l&fit. 

Bei den oben beechriebenen vorbekannten oberf lachenmontierba- 
5 r@n Bauformen wird 2sunaLchst ein vorgehaustes Bauteil dadurch 
hergestellt, dafi ein vorgefertigter Leiterrahmen (Leadframe) 
mit einem geeigneten Kunststof fmatarial umspritzt wird, wel- 
ches das Qeh&use d©s Bauteils bildet. Dieses Bauteil weist an 
der Oberseite eine Vertiefung auf , in die von zwei gegen^iber- 
10 liegenden Seiten Lead£rameanschl{isse eingeffihrt sind, auf 
dessen einem eine Halbleiter-LED aufgeklebt und elektrisch 
kontaktiert wird. In diese Vertiefung wird dann eine mit dem 
Leuchtstoff versetzte VerguSmasse, in der Regel ein transpa- 
rentes Epoxidharz eingef^illt. 

15 

Der Vorteil dieeer bekannten oberf lachenmontierbaren Baufor- 
men liegt darln, daS eine sehr gerichtete Abstrahlung dadurch 
erreicht werden kann, indem die durch das Kunststof fgehciuse 
gebildeten SeitenwSnde als schraggestellte Ref lektoren ausge- 

20 bildet werden kfinnen. In den Anwendungsf alien, in denen je- 
doch eine derart gerichtete Abstrahlung nicht unbedingt er- 
forderlich let oder auf andere Weise erzielbar ist, stellt 
sich das Herstellungsverfahren als relativ aufwendig und 
mehrstufig dar, da der GehSusekunststof f und die VerguSmasse 

25 aus zwei verschiedenen Materialien gebildet werden und in ge*- 
trennten Verfahrensschritten angeformt werden mfHssen. Zudem 
muS stets das Problem einer ausreichenden und temperatursta- 
bilen Haftung zwischen der VerguSmasse und dem Gehausekunst- 
stoff gel6st werden. In der Praxis fflhrt dies insbesondere 

30 bei Verwendung hoher Lichtleistungen immer wieder zu Proble- 
men. Oberdies ist die Miniaturisierbarkeit aufgrund des zwei- 
teilig ausgebildeten Geh&uses begrenzt. 

Die Miniaturisierbarkeit der oben beechriebenen Radialbaufor- 
35 men ist wegen der erforderlichen Durchsteckmontage ebenfalls 
stark eingeschrankt - Weiterhin stellt die Durchsteckmontage 
bei den heutzutage in der Regel in Oberf lachenmontage herge- 
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stellten Schaltiingsanordnungen einen separaten und gegenOber 
der Oberflftchentnontage technisch anders gestalteten Montage- 
schritt dar. 

5 Der vorliegenden Erfindung liegt insbesondere die Aufgabe zu 
grunde, eine oberf lichenmontierbare Leuchtdioden-Lichtquelle 
zur Verfilgung zu stellen, die geringen Platzbedarf aufweist. 
Welterhln soli ein Verfahren zur Herstellung einer Lichtquel 
le, insbesondere einer oberf lachenmontierbaren Lichtquelle 

10 auf der Basis einer Halbleiter-LED angegeben werden, welches 
mit einer geringeren Anzahl von Herstellungsschritten aus- 
kommt, die gegenuber den bekannten Anordnungen verbesserte 
Eigenschaften hinsichtlich Temperaturfestigkeit im Gebrauch 
aufweist. Bs soil weiterhin insbesondere die Herstellung ei- 

15 ner mischfarbigen LED-Lichtcjuelle, besonders einer WeiSlicht 
quelle angegeben werden. 

Die erstgenannte Aufgabe wird durch eine oberf lachenmontier- 
bare Leuchtdioden-Lichtquelle mit den Merkmalen des Patentan 
20 spruchs 1 gelost . 

Bei der oberf lacheiimontierbaren Leuchtdioden-Lichtquelle der 
eingangs genannten Art weist gemaS der Erfindung jeder der 
Leadframeanschliasse innerhalb des transparenten Kunststoff- 
25 Formkorpers eine S-artige Biegung auf, durch die dieser von 
einem Chipmontagebereich zu einer Montageseite der Leucht- 
dioden-Lichtquelle gefilhrt ist, 

Bei diesem Bauelement sind die Leadframeanschlusse also be- 
30 reits in dessen Montageebene aus dem Kunststof f -GehSuse oder 
-Formk6rper herausgef lihrt . Die Unterseiten der Leadframean- 
schlusse fuhren folglich bereits in der Ebene der Unterseite 
des Kunststof f -Formkdrpers aus diesem heraus und mussen au- 
Serhalb keine Biegung mehr aufweisen, die einerseits einen 
35 erhohten Platzbedarf und andererseits eine mechanische Bela- 
stung des Kunststof f -Formkdrpers wahrend des Biegeverf ahrens 
verursacht. Letztere birgt die Gefahr einer Delamination zwi- 
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schen dem Kunststoff-Formkdrper und dem LeadframO/ wa@ in dasr 
Regel zu elner vermlnderten Peuchtestablllt&t £(!lhrt, 

Bevorzugte Ausftlhrungeformen der oberf lachenmontierbaren 
5 Leuchtdioden-Llchtquelle slnd Gegenstand der abhSinglgen Pa- 
tentansprCiche 2 bis 8. 

Die zweitgenannte Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den 
Merkmalen des Patentanspruches 9 gelftst. Ein Verfahren zum 
10 Herstellen einer Mischlichtquelle, inebesondere einer WeiS- 
lichtquelle ist in Patentanspruch 10 angegeben. 

Weiterbildungen des Verfahrens sind Gegenstand der Unteran- 
sprtiche 11 bis 26. 

15 

Das Verfahren wird besonders bevorzugt zur Her st el lung einer 
WeiSlichtquelle auf der Basis einer Halbleiter-LED einge- 
setzt, welche Lichtstrahlung im ultravioletten oder blauen 
Spektralbereich emittiert, bei welchem Verfahren die LED auf 

20 einem Leadframe montiert und elektrisch kontaktiert wird, ei- 
ne transparente Kunststof f -Prefimasse mit einem Konversions- 
stoff vermengt wird, und der Leadframe vorzugsweise im 
Spritzpressverfahren derart mit der PreSmasse umformt wird, 
dafi die LED an ihren Lichtaustrittsseiten von der PreSmasse 

25 umgeben ist. 

Das erf indungsgem&fie Verfahren verzichtet somit auf die For- 
mung einer Vertiefung und den Elnsatz zweier unterschiedli- 
cher Materialien und sieht statt dessen die Verwendung einer 

30 einzigen transparenten Kunststof f -PreSmasse vor, die zunftchst 
mit dem Konversionsstof f vermengt wird und dann um den Lead- 
frame geformt, vorzugsweise gespritzt wird. Die ausgeh^rtete 
Pressmasse dient somit gleichzeitig als BauteilgehSuse als ' 
auch als transparente Konversionsstof f matrix. Dadurch wird 

35 zum einen das Herstellungsverfahren erheblich vereinfacht, da 
in einem einzigen AnformprozeS, insbesondere Sprit zpresspro - 
zeS, sowohl das Gehause gebildet als auch der Konversions- 
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stoff b@reltgestellt wlrd. Weiterhin wlrd eln Bauelement her- 
gestellt, das verbesserte Stablllt&tselgensehaf ten aufwelst, 
da dafi Problem der Haftung zwlschen zwel Materlallen, die zu- 
dem verschledene thermische AusdehnungsJcoeff Izlenten aufwei- 
5 sen kdnnen, nlcht mehr auftrltt. 

Ss wird ©ine reproduzierbare und gezielte Einstellung d@r 
Fa^bert© ia engen Qrenzen dadurch erreicht, daS die Sedimen- 
tation der Konversionsstoffe bei der Lagerung und Verarbei* 
10 tung insbesondere durch schnelle Anh&rteschritte weitestge- 
hend ausgeschlossen wlrd. Die Quallt&t der Konverslonsstoffe 
wlrd durch elnfache Verfahrensschrltte mlt elnfacheren Do- 
slermagllchkelten und Mlnlmlerung der Abrasion bei der Harz- 
aufbereitung, Mischung und Doslerung gesteigert. 

15 

Durch die Verarbeitung von Leuchtstof fen mlt transparenten 
Pestharzen mittels Pressmasaenprozessen fflr Lumineszenzkon- 
versionselemente wird das Sedimentationsverhalten der anorga- 
nischen Leuchtstoffe bei der Herstellung, Lagerung und Verar- 

20 beitung der Konverterharze entscheidend verbessert. Damit un- 
terliegen die x,y-Farborte der WeiSlichtquellen nur geringen 
Schwankungen und das Leuchtbild der Lumineszenzdioden wird 
verbesseart. Langwierlges Elndlspergleren des Leuchtstoffes 
fflr agglomeratfrele Konverterglefiharze und zum Elnstellen 

25 stabiler Vlskoslt&ten auchw&hrend der Giefiharzlagerung ent- 
failt genauso wie elne aufwendige Verpackung in Form von 
Sprit zen. Im vorliegenden Pall warden transparente Preesma- 
ssen beispielsweise als Tabletten oder als Qranulat zusammen 
mlt dem Leuchtstof f durch Mahlen und ggf . Sieben mitelnander 

30 vermischt. Sedimentation des Leuchtstoffes bei der Herstel- 
lung und Lagerung kann damit weitestgehend verhlndert werden, 

Durch die Verwendung nur noch eines einzigen Pressmassen- 
Formk6rpers fCir die Qehauseform und die Konversionsstof fma- 
35 trix ergibt sich Spielraum fCir elne weitere Miniaturlsierung, 
Dieses zusatzliche Miniaturislerungspotentlal kann fiir die 
Anwendung dleser Weifilichtquellen in mobllen elektronlschen 
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Produktsystemen genutzt werden. Erhohte Lichtausbeuten durch 
verstftrktes Ausnutzen der Seitenstrahlung in speziellen Ein- 
bausituationen mit weiteren Gestaltungsf reiheitsgraden oder 
reine Seitenlichtauskopplungsmdglichkeiten erweitem die 
5 Funktionalitat. 

Die Kvmststof f-Prefimasee kann als Ausgangsmaterial eine kom- 
merziell erh&ltliche PreSmasse eein und besteht beispielewei 
se im wesent lichen aus einem Epoxykresolnovplak oder Epoxid- 
10 harzsystemen mit einem Anhydrid- oder einem PhenolhSrter- 
System. 

Der Konversionsstof f kann ein anorganisches Leuchtstof fpig- 
mentpulver mit Leuchtstof fpigmenten aus der Gruppe der Phos« 

15 phore mit der allgemeinen Formel A3B5X12 : M sein, welche in 
der Kunststof f-Prefimasae dispergiert sind. Insbesondere kon- 
nen als Leuchtstof fpigmente Partikel aus der Gruppe der Ce- 
dotierten Granate verwendet werden, wobei insbesondere Ce- 
dotiertes Yttriumaluminiumgranat (Y3AI5O12 : Ce) zu nennen 

20 ist. Weitere denkbare Konversionsstof fe sind Wirtsgitter auf 
Sulfid- und Oxysulf idbasis, Aluminate, Borate, etc. mit ent- 
sprechend im kurzwelligen Bereich anregbaren Metallzentren. 
Auch metallorganische Leuchtstof fsysteme sind zu berucksich- 
tigen, 

25 

Der Leuchtstof f kann ebenso durch ISsliche vuid schwer losli- 
che organische Farbstoffe und Leuchtstof fabmischungen gebil- 
det werden, 

30 Weiterhin kann dem vorzugsweise vorgetrockneten Konversions- 
stof f ein Haftvermittler vorzugsweise in flussiger Form bei- 
gemengt werden, urn die Haf tf ihigkeit des Konversionsstof fes 
mit der Kunststoff -PreSmasse zu verbessem. Insbesondere bei 
der Verwendung von anorganischen Leuchtstof fpigmenten kann 

35 als Haftvermittler 3-Giycidoxypropyltrimethoxysilan oder wei 
tere Derivate auf Trialkoxysilan-Basis verwendet werden. 
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Zur Modiflzlerung der Leucht8to££ober£l&chen k6nnen elnfiach- 
und mehr£achfunktlonelle polare Agentlen mlt Carbpns&ure-, 
Carb©n©fiur©©ster-, Ether- und Alkoholgnippen, wie beieplele- 
weis© Diethyl englykolmonomethylether eingesetzt warden, Damit 
5 wird die Benetzbarkeit der hochenergetischen Leuchtstof fober- 
fl&ehen und damit die Vertr&glichkeit und Dispergierung bei 
der Verarbeitung mit der Pressmaese verbesaert, 

Weiterhin kann der Kunststo££-Pr©jltna@se vor dem Vermengen mit 
10 dem Konyer8ionssto££ ein Ent£ormungs* oder Trennmittel beige- 
mengt werden. Derartige Entformungsmittel erleichtern das 
Herausldsen der ausgeh&rteten Pressmasse aus der. Press£orm. 
Als derartiges Entformungsmittel kann ein festes Entformungs- 
mittel auf Wachsbasis oder eine Metallseife mit langkettigen 
15 Carbons&uren, inebesondere Stearaten verwendet werden. 

Als weiter© Ftillstoffe k6nnen beispieleweise anorganis.che 
Fflllsteffe beigemengt werden, durch die der Brechungsindex 
der Pressmasse gesteigert werden kann, wodurch die Lichtaus- 
20 beute der Weifllichtquelle erh6ht werden kann. Als derartige 
F<illsto££e kdnnen beispieleweise TiOa, ZrOa, a-Al203, etc. 
eingesetzt werden. 

Bevorzugterweise wird der Konversionsstof£ und gegebenenfalls 
25 die welteren Ffillstoffe dadurch vermengt, indem sie zunAchst 
grob gemischt werden und dann das Oemisch in einer M<ihle ge- 
mahlen wird, wodurch ein sehr £eines, homogenes Pulver gewon- 
nen wird. 

30 Die vermengte Pressmasse kann somit die folgenden Bestand- 
teile (in Qew.-%) enthalten: 

a) Kunststoff-'PreSmasse ^ €0% 

b) Konversionsstof £ > 0 und s 40% 
35 c) Haftvermittler k 0 und « 3% 

d) Entformungsmittel » 0 und « 2% 

e) Oberfl&chenmodlfikator ^ 0 und ^ 5% 
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£) Oxidatlonsetablllsator ^ 0 und ^ 5% 

(§.§. auf Fhosphltbasls Oder au£ Basis etarisoh gshlnd^r- 

g) UV-Llchtstabllleator » 0 und ^ 2% 

IS 

In ©in©r bavorzugten Aueftihrungsform kann das Verfahren der- 
arfe durchgef-ahrt werden, dafi dabei ein oberf lachenmontiarba- 
3:@@ Baut@il he^g@@t@llt wird, 

10 In der Figur d®r vorllegenden JUimeldung ist eln AusfiQihrungs* 
belsplel elner er£indungsgem&S hergestellten We ISllcht quelle 
In einem Querschnltt entlang elner L&ngsachse 
elnes Leadframes dargestellt. 

15 In elnem urspriingllch elnstCicklgen und zusammenh&ngenden Lel- 
terrahmen oder Leadframe 10 slnd zwel Lead£rameanschlfisse 11 
und 12 ausgeblldet, die In an slch bekannter Welse anfftngllch 
noch durch schmale Verblndungsstege zusammengehalten warden, 
jedoch im Laufe elner Im allgemeinen mehrstufigen Runststoff- 

20 umsprltzung durch Auftrennnen der Verblndungsstege voneinan- 
der Isollert werden. Auf elnem Leadf rameanschluS 12 wird auf 
dessen Innenseltlgem Endabschnltt elne fertlgprozesslerte 
Halblelter-LBD 1 mlt elnem elektrlsch leltenden Verblndungs- 
mlttel wle Leltsllber oder derglelchen aufgeklebt, so daS die 

25 n- Oder p-Selte der Halblelter-LED 1 mlt dem Leadframean- 
schluS 12 verbunden 1st, Die gegentoerllegende n- oder p- 
leltende Kontaktseite wlrd durch elnen Bonddraht 2 mlt dem 
Endabschnltt dee anderen Leadf rameanschlusses 11 verbunden. 

30 Das Leadframe 10, auf dem in einem Chipmontageberelch 16 der 
LSD-Chip 1 montlert 1st, 1st mlt elner transparenten Kunst- 
stof f-Prefimasse 3 umformt, aus der an zwel gegenCiberllegenden 
Seitenfiachen je eln Leadf rameanschluS 11,12 herausragt. In- 
nerhalb der transparenten Kunststof f -PreSmasse 3 welst jeder 

35 der Leadf rameanschlCisse 11,12 elne S-artlge Blegung 14,15 von 
einem Chipmontageberelch IS zu elner Montageseite 13 der 
Leuchtdioden-Llchtquelle hln auf. Bevorzugt 1st beisplelswei- 
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86 elne Kunststoff-Prefimasse 3 auf Harzbasis verwendet und 
bdsteht Im wesentllchen aus elnem vorreaglerten Epoxldharz, 
inebesondere einem Bpoxynovolak oder Epoxykresolnovolak be- 
staht. Das Epoxldharz 1st Insbesondere mlt elnem Phenol- 
S und/oder elnem AnhydrldhSirter vorreagiert. Vorzugswelse 1st 
d©r Kunetatoff -Prefimasse eln Entformimgs- oder Trennmittel 
balgemengt. Das EntformungBmlttel 1st belsplelswels© @in 
stes Entformungamlttel auf Wachsbasls oder ©in© Metallseif© 
mlt langkettlgen Carbons&uren, Insbesondere Stearaten. 

10 

Der Kunststoff-PrelSmasse kann zur Erhdhung des Brech\ingslndex 
mlndestens eln anorganlscher Fiillstoff wie TiOz, ZrOj oder a- 
AI2O3 belgemengt seln. 

15 Bel dem Verfahren zur Herstelliang einer Leuchtdloden- 

Llchtquelle gemSS der Pigur wlrd der LED-Chip 1 im Chlpmonta- 
geberelch 16 auf dem Leadframe 10 montiert und mlt den Lead- 
frameanschlflssen 11,12 elektrisch leitend verbunden. Die 
Leadframeanschlilsse 11,12 werden vor oder nach dem Montieren 

20 des Halblelter-LED-Chips 1 mlt S-artigen Biegungen 14,15 ver- 
sehen. Der Halbleiter-LED-Chip 1 einschlieSlich der S-artigen 
Biegungen 14,15 des I^eadframes 10 werden vorzugswelse im 
Pressverfahren mit einer transparenten Kunststof fpressmasse 3 
umf ormt . 

25 

Bel einer Weifilichtquelle weist die Halbleiter-LED 1 eln 
Emlssionsspektrum auf, das im ultravioletten oder blauen 
Spektralbereich liegt, Vorzugswelse ist die Halbleiter-LED 1 
auf der Basis von GaN oder InGaN aufgebaut. Sie kann jedoch 
30 alternativ auch aus dem Material system ZnS/ZnSe oder aus ei- 
nem anderen fiir diesen Spektralbereich geeigneten Materialsy- 
stem bestehen. 

Nach dem Aufbringen und Kontaktieren der Halbleiter-LED 1 
35 wlrd in einer geeigneten Sprit zpressapparatur eine transpa- 
rente Kunststof f-Prefimasse 3 an die LeadframeanschlCisse 11 
und 12 angespritzt. In diese Kunststof f-PreSmasse 3 sind 
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Louchtstoffpartlkel 4 elngebettet, die aus elnem Konverslons- 
stof f bestehen, tnlt dem elne mlndestens tellweise Wellenl&n* 
genkonversion der von der Halbleiter-LED 1 emittierten Licht- 
strahlung herbeigefiihrt wird. Durch diese WellenlSngenkonver- 
5 sion wird ein Emissionsspektrum erzeugt, daS den optischen 
Eindruck einer Weifilichtquelle hervorruft. Die Vorfertigung 
des Leadframes 10 und die Umspritzimg durch die aus der 
Kunststof f -PrelSmasse 3, gegebenenfalls den Leuchtstof fparti- 
keln 4 und gegebenenfalls weiteren Fiillstoffen bestehende 

10 Pressmasse erfolgt derart, daS die Leadframeabschnitte 11 und 
12 horizontal aus der Pressmasse herausgefuhrt werden, und 
zwar derart, dass deren L6t-Anschlussf lachen llA und 12A im 
Wesentlichen in derselben Ebene liegen wie die Ruckseite 13 
des Vergusses, die in der Regel die Auf lagef l&che des Bauele- 

15 ments au£ einer Leiterplatte darstellt. Die Leadframean- 

schliisse 11 und 12 sind hierzu vor dem Umspritzen bereits in 
die endgilltige Form gebogen. Sie weisen also die S-artigen 
Biegungen 14,15 vom ChipanschluSbereich 16 zur Montagef l^che 
(gebildet von der Riickseite 13 xind den Lot -Anschlussf lichen 

20 llA und 12A) hin bereits vor dem umformen mit Kunststoff- 
Pressmasse auf, so daS nach dem Herstellen des Kunststoff- 
F6rmk6rpers kein Biegestress mehr auf das Bauelement ausgeubt 
wird. Dies ist insbesondere bei stark miniaturisierten Bau- 
elementen mit kleinvolumigem Kunststof f gehause von besonderem 

25 Vorteil, denn gerade hier besteht bei einer Delamination zwi- 
schen Pressmasse und Leadframe, ausgel5st beispielsweise 
durch Biegestress, eine sehr groSe Gefahr, daS keine hermeti- 
sche Dichtigkeit des fertigen Bauteils erreicht wird. 

30 Das fertige Bauteil kann vorteilhaf terweise an den ebenen ho- 
rizontalen AngchluSf lichen llA und 12A auf einer Leiterplatte 
(Platine) im Ref low-Verf ahren aufgel6tet werden. Dadurch wird 
ein fur die SMT- (Surface Mounting Technology) Montage geeig- 
netes Bauelement hergestellt. 

35 

Die Herstellung der durch die Kunststof f-Prefimasse 3, die 
Leuchtstof fpartikel 4. und gegebenenfalls weitere Fxillstoffe 
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f@&ildQt@n 9a?Q@stw@se stellt eln wesentllahas Sleimsnt 
vtsrllegenden Brflndung dar. 

Als Ausgangsstoffe f<ir die Kunststof £-Prefimasse werden vor- 
S augsweise vorreagierte, lager- und strahlungsstabile transpa- 
rente PreSmassen aus Epoxykreeolnovolaken mit phenolischen 
nartern verwendet, deren Geeamtchlorgehalt unterhalb 1500 ppm 
liegt. Vorzugsweise enthalten diese PreSmassen ein internee 
Entformunge*- oder Trennmittel, durch welches das Harausldsen 

10 der ausgeh&rteten Pressmasse aus der Spritzpressfiorm erleich- 
tert wlrd. Das Vorhandensein eines derartigen internen Bnt- 
£ormungsmittels stellt jedoch keine zwingende Notwendigkeit 
dar. Es kAnnen beispielsweise somit die fplgenden kommerziell 
erh&ltlichen PreSmassen der Firmen Nittp und Sumitomo verwen- 

15 det werden; 

Nitto NT-SOO (ohne internes Bntf ormungsmittel) 
Nitto NT-300H-10.000 (mit internem Entf ormungsmittel) 
Nitto NT.300S-10.000 (mit internem Entf ormungsmittel) 
20 Nitto NT 360- 10.000 (mit internem Entf ormungsmittel) 
Sumitomo EME 700L (ohne internes Entf ormungsmittel) 

Diese PreSmassen werden standardmaSig in Stab- oder Tablet- 
tenform geliefert. 

25 

Als Konversionsstoffe kAnnen s&mtliche Leuchtstof fe verwendet 
werden, die in den bereits genannten Druckschriften WO 97/ 
50132 und WO 98/12757 beschrieben wurden. Darflber hinaus kAn- 
nen auch Wirtsgitter auf Sulfid- und Oxysulf idbasis sowie 

30 Aluminate, Borate, etc. mit entsprechend im kurzwelligen Be- 
reich anregbaren Metallzentren oder metallorganischen Leucht- 
stof fsysteme verwendet werden. Weiterhin kAnnen als Konver- 
sionsstoffe lAsliche und schwer lAsliche organische Parbstof- 
fe und Leuchtstof fabmischungen eingesetzt werden. Insbesonde- 

35 re kann als Leuchtstoff ein anorganisches Leuchtstof fpigment- 
pulver mit Leuchtstof fpigmenten aus der Gruppe der Phosphore 
mit der allgemeinen Formel A3B5Xi2:M verwendet werden, wobei 
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besonders die Gruppe der Ce-dotierten Oranate zu nennen ist. 
Inebesondere Partlkel aus dem Leuchtstof fplgment YAO : Ce 
zelchnen slch durch besondere Konverslonseffizlenz aus. Dle- 
ser Konversionsstof f ist unter der Produktbezeichnung L175 
5 der Fa. Osram beJcannt. Mit diesem Konversionsstof f wurde ein 
Versuch zur Vermengung mit einer PreSmasse durchgefiihrt , wo- 
bei eine Prefimasse vom Typ Nitto NT-300 HIO.OOO mit internem 
Entformungsmittel zum Einsatz kam. Als Versuchsvorbereitung 
wurde der Konversionsstof f L175 bei 200**C f^lr ca. 8h vorge- 

10 trocknet. Danach wurde ein Oberf lAchenmodif ikator mit der Be- 
zeichnung Diethylenglycolmonomethylether in PlCissigform dem 
vorgetrockneten Konverter beigemengt (0,1 Gew.-% bezogen auf 
PreSmassengewicht) . Diese Mischung wurde in einem GlasgefalS 
luftdicht verschlossen und {iber Nacht stehengelassen, Dlrekt 

15 vor der Verarbeitung wurde der Konversionsstof f der Prefimasse 
des bben genannten Typs beigemengt. Die Prefimasse war vorher 
in einer M<lhle (beispielsweise Kugelmfihle) in Pulverform ge- 
mahlen worden. Das Mischungverhftltnis betrug 20 Gew.-% Kon- 
versionsstof f/ DEGME -Mischung und 80 Oew.-% Nitto NT BOOH- 

20 10,000. Nach dem groben Vermengen der Mischung durch Umrilhren 
wurde das Gemisch erneut in einer MCihle (beispielsweise Ku- 
gelmQhle) durchgemischt und gemahlen und somit sehr feines 
Pulver erzeugt. 

25 Dann wurde mit dieser Pressmasse ein Spritzversuch auf der 
Apparatur vom Typ PICO Brilliant 100 durchgef iihrt . Die be- 
reits entsprechend vorgefertigten Leadframes 10 wurden vor 
dem Umspritzen bei 150*^0 vorgewftrmt und bei dem Umspritzen 
wurden die folgenden Maschinenparameter eingestellt: 

30 

Werkzeugtemperatur : 150 ®C 
Spritzzeit: 22,4s 

Spritzdruck: 73-82 bar (u.a. abhSngig von der eingestellten 
Materialmenge) 
35 AushSrtezeit (curing time: 120s) 
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Ala Srgebnls konnte eine aehr homogene, auageh&rtete Press- 
masse erzlelt werden, die sieh durch ex2sellente Blasen-* irnd 
Limkerfrelhelt auszelchnete, Oenerell wurde festgesteXlt, daiS 
dae Vermahlen der PrelSmasee zu sehr feinem Pulver vor der 
j5 Vermangung bessere Ergebnisse hinsichtlich Blaaen- und 

|junk@^£^@ih@it harvorbrachte ala bel Verwendung elnes grob-- 

iusifeilieh k&m m§h n©eh mttvBwmittl^^ wi@ a-dlyei- 
10 doxypropyltrimethoxysilan, beispielsweise mit der Produktbe- 
•zelchnung A<-187 der Fa, KOlIb AO, venvendet werden. Dleser 
Haftvermlttler kann dlrekt nach dem TrockenprozeS dem Leucht-* 
stoff in Konzentrationen bis 3 Qew.-% zugegeben werden und 
<UDer Nacht bei Raumtemperatur mit diesem vermischt werden. 

15 

Das erfindungsgem&Se Verfahren iat gem&S AusfiUirungsbeispiel 
anhand einer SMD (surface mounted design) - Bauform beschrie- 
ben worden, wobei es jedoch ebenso bei einer aogenazmten Ra- 
dial diode verwirklicht werden kann, 

20 

Dai er£indungsgem&Se Verfahren kann ebenso zur Heratellung 
dines in seitlichar RiGhtung, d.h. mit einer Hauptabstrahl-' 
richtung parallel zur Ebene der Platine abstrahlenden LED- 
lauelemenbs angewandt warden. 

25 
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PatentetneprfiLche 

1. Oberfl&chenmontlerbare Leuchtdloden*-Llchtguelle, bei der 
auf einem Leadframe (10) ein LED-Chip (1) montiert ist und 
§ d©r £j@ad£rame (10) mlt elnem einstiicklgen transpar©nt@n 

Kui^iteteeff-Pe^kfiafpaaf (3) um£ormt ist, au@ dem an mindeitens 
swei S@lt@n£l&ehen j@ %Ln XjeadframeansehluS (IXiia) h@^au@- 

10 imi@3?halb des branapaventen Kunststoff -Forrnkdrpers (3) jeder 
der Leadframeanschiasse (11,12) elne S-artlge Blegung (14|1S) 
von elnem Chlpmontageberelch (16) zu elner Montageselte (13) 
der Leuchbdloden-Llchtguelle hln aufweleb. 

15 2. Oberfiachenmontierbare Leuchtdioden-LichtqUelle nach An- 
spruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

der transparente Kunststof f -Formkdrper (3) aus einer Kunst- 

atoff -Prefimaese gerfertigt ist. 

20 

3. Obcsrfiachenmentierbare Leuahtdioden-Lichtquelle nach An- 
spruch 2, 

dadurch gekennzelchneti dafi 
die Kunststo£f-Prefimasse im wesentlichen vorreagiertes 
25 Epoxidharz, Insbesondere Bpoxynovplak oder Bpoxykreaolnovolak 
auf welat . 

4. Oberfl&chenmontlerbare Leuchtdioden-Lichtquell© nach An- 
spruch 3, 

30 dadurch gekennzeichnet, daS 

das Epoxidharz mit einem Phenol- und/oder einem AnhydridhSr- 
ter vorreagiert ist* 

5. Oberfiachenmontierbare Leuchtdioden-Lichtquelle nach einem 
35 der vorhergehenden Ansprflche, 

dadurch gekennzeichnet/ daS 
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der Kxmststof f-Prefimasse eln Entformungs- oder Treimmittel 
belgemengt Ist. 

6. Oberfiachenmontierbare Leuchtdioden-Lichtquelle nach An- 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Entformungsmittel ein festes Entformungsmittel auf Wache- 
basis Oder @lne M@tallsel£e mlt langkettlgen Carbons&uren, 
Insbesondere Stearaten, ist. 

10 

7. Oberfiachenmontierbare Leuchtdioden-Lichtquelle nach einem 
der vorhergehenden AnsprCiche, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
der Kunststof f-Prefimasse mindestens ein anorganischer Piill- 
15 stoff wie TiOa, Zr02 oder a-Al203 beigemengt ist, durch die 
der Brechungsindex der Pressmasse gesteigert ist. 

8. Oberflachenmontierbare Leuchtdioden-Lichtquelle nach einem 
der vorhergehenden Ansprflche, 

20 dadurch gekennzeichnet, daS 

der Kunststof f -Pressmasse mindestens ein organischer oder an- 
organischer Konversionsstoff beigemengt ist, der einen Teil 
der von dem LED-Chip ausgesandten Strahlung absorbiert und 
eine gegeniiber der absorbierten Strahlung lAngerwellige 

25 Strahlung emittiert, so dass die Lichtquelle mischfarbiges 
Licht aus Primirlicht des LED-Chips und SekundSrlicht des 
Konversionsstof f es emittiert . 

9. Verfahren zur Herstellung einer Leuchtdioden-Lichtguelle 
30 gemas einem der Anspruche 1 bis 8, bei welchem 

- der LED-Chip (1) in einem Chipmontagebereich (16) auf ei- 
nem Leadframe (10) montiert und mit Leadf rameanschliissen 
(11,12) elektrisch leitend verbunden wird, 

- die Leadf rameanschlCisse (11,12) vor oder nach dem Montie- 
35 ren der Halbleiter-LED (1) mit S-artigen Biegungen (14,15) 

versehen wird und 
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- die Halblelter-LBD (1) elnschlleSlich der S-artigen Bie- 
gungen (14,15) des Leadframes (10) mlt elner transparenten 
Kunststof fpressmasse (3) umformt wird. 

5 10. Verfahr©n zur Herstellung einar WeiSlichtquellQ auf d®x 
Basis einer Halbleiter-LED (1), welche Llchtstrahlung im ul- 
travioletten oder blauen Spektralbereich emittiert, bei wel- 
chem 

- die LED (1) auf einem Leadframe (10) montiert wird, 

10 - eine transparente Kunststof f-Prefimasse (3) mit einem Kon- 
versionsstof f (4) und gegebenenf alls weiteren Fullstoffen 
zu einer Pressmasse vermengt wird, und 

- der Leadframe (10) mit der 

Pressmasse umformt wird, dafi die LED (1) an ihren Licht- 
15 austrittsseiten von der Pressmasse umgeben ist. 

11, Verfahren nach Anapruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, daiS 

- eine Kunststof f-Prefimasse (3) auf Harzbasis verwendet wird, 

20 

12. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

- die Kunststof f-Prel5masse (3) im wesentlichen aus einem vor- 
reagierten Epoxidharz, insbesondere einem Epoxynovolak oder 

25 Epbxykresolnovolak besteht. 

13 / Verfahren nach Anspruch 12 , 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

- der Epoxidharz mit einem Phenol- und/oder einem Anhydrid- 
30 harter vorreagiert ist. 

14, Verfahren nach einem der Anspruche 9 his 12, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

- der Konversionsstof f (4) ein organischer oder anorganischer 
35 Leuchtstoff oder eine Mischung davon ist. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, 
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dadurch gekennsselchneti daS 

d&x Kon.varjilonssto£f (4) eln anorganlscher Leuchtstoff ist 
und eln Leuehtatoffmetallzenbrum M In elnem Wirtsgltter au£ 
der Basis 

5 « das' allg©m©in©n Pormel AsBoXia oder 

alnsi SuXfldi/ OxysulfldS/ Borats, Aluminats odar vqn 
M@tallch@latkpmplexen enth&lt. 

IS I V@^fsh^@n nach @in@m der Ansprtieh© 9 bis IB, 
10 dadurch gekennzelchnet, dafi 

- dem vorzugsweise vorgetrocknetem Konvers ions s toff (4) vor 
dem Vermengen der Kunststof f-Prefittiasse (3) ein Haftvermitt- 
ler vorzugsweise in fl^issiger Form beigemengt wird, urn die 
Haftf&higkeit des Konversionsstof fes (4) mit der Kunst- 

15 stoff-PreSmasse (3) zu verbessem. 

17. Verfahren nach elnem der AnsprCiche 9 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

- als Haf tvermittler 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan oder 

20 weitere Derlvate auf Trialkoxysilan-Basis verwendet werden. 

18; Verfahren nach einem der AnsprCiche 9 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

- dem vorzugsweise vorgetrockneten Konversionsstof f (4) vor 
25 dem Vermengen der Kunststof f-PrelSmasse (3) ein Oberfl&chen- 

modlflkator vorzugsweise In flfisslger Form beigement wird, 
um die Oberfl&chen des Konversionsstof fes (4) zu modlfizle- 
ren, 

30 19. Verfahren nach Anepruch 16, 

dadurch gekennzeichnet/ dalS 

- ala Oberf lachenmodiflkator Diethylenglycolmonomethylether 
verwendet wird. 

35 20. Verfahren nach einem der Ansprttche 9 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
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d@3? Kunstatof f -PreSmasse vor dem Vermengen mlt dem Konver- 
slonsstof£ (4) eln Entfosrmungs- oder Trennmlttel belgemengt 
wird. 



5 21, Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

- das Entformungsmittel ein feates Entformungsmittel auf 
Waehsbasls oder elne Metallselfe mit langketbigen Carbon- 
6&ur@n, insbesondere Staarateri/ ist. 

10 

22. Verfahren nach einem der Ansprflche 9 bis 21, 
dadurch gekennzelchnet, dafi 

* der Pressmasse zus&tzlich anorganische Fullstoffe wie TIO3, 
ZrOa Oder a-AlaOa belgemengt werden, durch die der Bre- 
15 chungslndex der Pressmasse gestelgert wlrd. 

23. Verfahren nach elnem der Anspnliche 9 bis 22, 
dadurch gekennzelchnet, dafi 

- die Kunststoff-PreSmasse (3) und der Konversionsstof f (4) 
20 und gegebenenfalls die weiteren Ffllletoffe dadurch verroengt 

werden, indem sle zunAchst grob gemischt werden und dann 
das Gemlsch in einer M^thle wie elner Kugelmilhle gemahlen 
wlrd, wodurch eln sehr felnes, homogenes Pulver gewonnen 
wird. 

25 

24. Verfahren nach Ansprxich 23, 
dadurch gekennzelchnet, da& 

- die Kunststoff-Prefimasse (3) vor dem Mlschen mlt dem Kon- 
versionsstof f (4) und gegebenenfalls den weiteren Filllstof- 

30 fen in elner M<ihle wie elner KaffemCihle gemahlen wird. 



25. Verfahren nach einem der Anepr^Lche 8 bis 24, 
dadurch gekennzelchnet, daS 
- die vermengte Pressmasse die folgenden Bestandteile ent- 
35 h&lt: 

a) Kunststoff-Prefimasse & 60% 
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i69nv@s?@ien@@be££ > 9 und e 40% 
@) H3f^y@9mittl@^ g 0 imd IS 3% 
d) int€@^un9@mi&t@l g 6 und « 3% 
©) Ob©^£lieh©nmodifikst©3f k 0 und ^ S% 
S f) Oxidationsstabilisator ^ 0 und £ S% 

(s.B. auf Phosphltbasls oder auf Basis sterlsch gehinder^ 
t@sr fh©nol@) 
g) UV-Lichtstabilisator & 0 und 2% 

10 2€. Verfahren nach einem der Ansprdche 9 bis 25, 
dadurch gekennzelchnet, daS 
- dl@ Lichtquelle Insbesondere dadurch als oberf l&chenmon- 
tlerbares Bauelement hergestellt wlrd/ Indem die Pressmasse 
derart gaformt 1st; dafi auf elner Montageselte cier fertlg- 
15 gestellten WelSllchtquelle LeadframeanschKise (11, 12) 

seltllch unter Blldung horlzontaler Montagefl&ch^n (llA, 
. ISA) aus der Pressmassd herausgafiAhrt warden. 
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